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POPULARNONAUKOWE STRESZCZENIE PROJEKTU

Nalezy poda¢ cel projektu, opisaé jakie badania podstawowe realizowane bedq w projekcie oraz poda¢ powody
podjecia danej tematyki badawczej - maksymalnie dwie strony zdefiniowanego maszynopisu

W ostatnich latach obserwuje si¢ olbrzymie zainteresowanie potprzewodnikowymi nanodrutami
(nanowires — NWs) jako nowymi cegietkami do konstrukcji nowoczesnych przyrzadow mikro i
optoelektronicznych. Glownym powodem jest fakt, ze w postaci nanodrutdéw mozna otrzyma¢ materialy
potprzewodnikowe o bardzo niskiej koncentracji defektow sieciowych nawet gdy krystalizowane sa one
na podtozach o zupemie odmiennej strukturze krystalograficznej, a nawet na podtozach amorficznych. To
zdecydowana zaleta w pordwnaniu ze strukturami planarnymi, ktore dla wysokiej jakosci strukturalnej
krystalizowane by¢ musza na podlozu dopasowanym sieciowo. Ponadto, w nanodrutach stosunek
powierzchni do objetosci materialu jest bardzo duzy, co predysponuje je do zastosowan w sensorach i
fotodetektorach lub emiterach $wiatta. W ramach projektu wytwarzane i badane b¢da nanodruty GaN i
pokrewnych poélprzewodnikow azotkow metali grupy III. Polprzewodniki te sa obecnie jedng z
najwazniejszych grup materialowych wspotczesnej mikroelektroniki, a to ze wzgledu na ich doskonate
wilasciwosci elektronowe, optyczne i wysoka odpornos¢ chemiczna.

Celem projektu jest wytworzenie 1 zbadanie funkcjonalnosci nowych przyrzadow
optoelektronicznych i1 sensoréw zbudowanych na bazie nanodrutow (NWs) potprzewodnikoéw
azotkowych. Wymaga to poglebienia wiedzy o mechanizmie spontanicznego zarodkowania NWs i ich
wzrostu technikg epitaksji z wigzek molekularnych z plazmowym Zrodtem azotu (PAMBE). Taka metoda
wzrostu jest predysponowana do badania proceséw krystalizacji nanodrutow, gdyz wzrost przebiega w
warunkach ultrawysokiej prozni, a zatem moze by¢ obserwowany in-situ przy uzyciu typowych narzedzi
analizy powierzchni ciat statych. W projekcie przewidujemy wykorzystanie spektroskopii masowej
(QMYS) i dyfrakcji elektronow (RHEED) do analizy kinetyki wzrostu nanodrutéw na réznych podtozach
co pozwoli okresli¢ wielkosci podstawowych parametrow wzrostowych w funkcji struktury defektowej
powierzchni, na ktorej nanodruty sg wzrastane. Na wszystkich etapach projektu wytworzone
nanostruktury beda badane technikami XRD, SEM, TEM 1 technikami optycznymi w celu okre$lenia
wplywu podtoza, a takze warunkow wzrostu na wlasciwosci strukturalne i jako$¢ optyczng wytworzonych
materiatow.

Zasadnicza czescig projektu sa prace nad wykorzystaniem zdobytej wiedzy do konstrukcji i
przetestowania nowej generacji sensorow i przyrzadoéw optoelektronicznych wykorzystujacych nanodruty
potprzewodnikéw azotkowych metali grupy III. Prowadzone prace pozwolg na znaczace polepszenie
wlasnosci tych przyrzadéw, w tym ich czutosci, mocy i efektywno$ci, oraz na rozszerzenie zakresu
widmowego ich dziatania. Planowane badania beda mie¢ tez istotne znaczenie dla wzbogacenia
podstawowej wiedzy o fizyce zarodkowania, zalezno$ci i energii zarodkowania od struktury defektowej
podtoza, etc. Do tej pory, szczegbdlnie w badanej grupie materiatow, wiedza ta jest dosy¢ uboga.



